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3. (3 ptos.) Dado el circuito de la figura en el que el transistor se caracteriza
por funcionar en las siguientes zonas:

Corte: V
GS

Æ V
GSo�

, I
D

= 0.
Saturación: V

GS

Ø V
GSo�

, V
DS

Ø V
GS
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.

I
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DSS

3
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GS

V
GSo�
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Óhmica: V
GS
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, 0 Æ V
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.

I
D
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2V
DS

V
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3
V

GS

V
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≠ V
DS

2V
GSo�

≠ 1
4

R
S

V
DD

Use los siguientes valores: V
P

= 8 V, I
DSS

= 1 mA, V
DD

= 20 V.

a) (2 ptos.) Se desea que por el transistor circule la mitad de la corriente
máxima en saturación. Obtenga R

S

.
b) (1 pto.) ¿Es posible conseguir que circule la misma corriente con el

transitor trabajando en la zona óhmica? Justifique la respuesta.
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